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e Catala

Aquesta assignatura ha estat matriculada amb exit per una serie d'estudiants estrangers, la majoria d'ells d'ltalia. Les classes s'imparteixen en catala i
s'espera que els estudiants assoleixin una comprensié basica del catala parlat. Tanmateix, els examens i els informes practics es poden redactar en italia o
en altres idiomes. Les preguntes publiques a 'aula i les preguntes privades al professor també es poden plantejar en italia o en altres idiomes.

Fonaments cientifics de I'estructura i propietats dels materials utilitzats a I'enginyeria mecanica i electronica.
Es recomanable, perd no imprescindible, haver cursat assignatures anteriors de Fisica i Quimica.
Els continguts d'aquesta assignatura seran ampliats en assignatures posteriors.

L'aula (fi?sica o virtual) e?s un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homo?fobes, tra?nsfobes i discriminato?ries, ja sigui cap a I'alumnat o cap al
professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

e B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una area d'estudi, que tingui com a base I'educacié secundaria general,
i s'acostumi a trobar a un nivell que, si bé amb el suport de llibres de text avangats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements
procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

e B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessaries per empendre estudis posteriors amb un alt grau
d'autonomia


mailto:comajunc@tecnocampus.cat

E9_Conéixer els fonaments de la ciéncia, tencologia i quimica de materials. Comprendre la relaci6 entre la microestructura, la sintesis o processat i

les propietats dels materials

e Coneixement en materies basiques i tecnologiques, que capaciten per a l'aprenentatge de nous métodes i teories, adaptacié a noves situacions

e Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament critic i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats

i destreses en el camp de I'enginyeria industrial

¢ Coneixements per a la realitzacié de mesuraments, calculs, valoracions, peritatges, taxacions, estudis, informes, plans de labors i altres treballs

analegs

No definides

1. Estructures cristal-lines. Defectes.

Descripcio

Enllag atomic: ionic, covalent, metal-lic i secundari. Distancia d'enllag. Energia d'enllag. Nombre de
coordinacio.

Sistemes cristal-lins. Cel-la unitat. Xarxes de Bravais.

Estructures de metalls: cibica centrada al cos, clbica centrada a les cares, hexagonal compacta.
Estructures de ceramiques: clorur de cesi, clorur de sodi, fluorita, cristobalita, corindé, grafit, futbola.
Estructures de polimers: polietilé.

Estructures de semiconductors: silici, arseniir de gal-li.

Posicions i direccions a la xarxa cristal-lina. indexs de Miller. indexs de Miller-Bravais.

Difraccio de raigs X.

Aliatges. Regles de Hume-Rothery.

Defectes puntuals: vacant, atom intersticial, defecte Schottky, defecte Frenkel.

Defectes lineals: dislocaci6 d'aresta, helicoidal i mixta. Vector de Burgers.

Defectes de superficie. Materials policristal-lins.

Defectes de volum. Vidres metal-lics.

Difusio. Energia d'activacié. Equacié d'Arrhenius.

Produccié termica de defectes puntuals. Dilatacié per I'aparicié de vacants.

Lleis de Fick. Variacio del coeficient de difusié amb la temperatura.

Difusi6 estacionaria. Difusié superficial i intergranular.

IActivitats vinculades

Resolucié d'exercicis.
Primera prova parcial.

Practiques de laboratori.

2. Propietats mecaniques de materials.




Descripcié

[Tensi6 i deformacié en metalls. Assaig de traccié. Deformacio elastica i plastica. Recuperacio
elastica.

Limit elastic. Modul de Young. Resisténcia maxima a la traccié. Ductilitat. Tenacitat. Llei de Hooke.
Coeficient de Poisson. Cisallament.

[Tensio i deformaci6 en ceramiques i vidres. Modul de ruptura. Model d'esquerdes de Griffith.
Tensi6 i deformaci6 en polimers. Efecte de la temperatura i de la humitat.

Deformacio a escala microscopica. Sistemes de lliscament.

Duresa. Escales Brinell i Rockwell.

Fluéncia. Dependencia amb la tensié i amb la temperatura. Relaxacio de tensions.

Viscositat. Liquids superrefredats. Vidres. Vidre trempat. Vulcanitzacié. Elastomers.

Energia d'impacte. Assaig de Charpy. Fractura ductil i fragil. Temperatura de transicié ductil-fragil.
Tenacitat de fractura.

Fatiga. Resisténcia a la fatiga. Creixement de les esquerdes.

IAssajos no destructius. Radiografia. Ultrasons.

IActivitats vinculades

Resolucié d'exercicis.
Primera prova parcial.

Practiques de laboratori.

3. Diagrames de fases.

Descripcié

Regla de les fases de Gibbs.

Diagrama d'un component.

Diagrama binari. Solubilitat total. Microestructures caracteristiques.
Diagrama eutectic. Insolubilitat total. Solubilitat parcial.

Diagrama eutectoide. Ferrita-cementita i ferrita-grafit.

Diagrama peritéctic. Fusié congruent i incongruent.

Regla de la palanca.

Microestructures en refredament lent. Ferro colat. Acer.

Activitats vinculades

Resolucié d'exercicis.

Segona prova parcial.

4. Propietats térmiques.

Descripcié

Capacitat calorifica. Calor especifica a pressié constant i a volum constant.
Dilatacid termica. Coeficient de dilatacio lineal.

[Conductivitat térmica. Llei de Fourier.

Xoc térmic.

Fases de solidificacio: nucleaci6 i creixement.

Refredament de |'acer. Transformacions martensitiques. Reveniment: martempering i
laustempering.

[Tremp i duresa. Assaig Jominy. Enduriment per precipitacio i per acritud. Recuita. Temperatura de
recristal-litzacio.

Cristal-litzaci6 de vitroceramica. Sinteritzacio.




Activitats vinculades

Resolucié d'exercicis.
Segona prova parcial.

Practica de laboratori.

5. Propietats eléctriques. Semiconductors.

Descripcié

Conductivitat eléctrica. Llei d'Ohm. Resisténcia i resistivitat. Variacié amb la temperatura i amb la
composici6 d'un aliatge.

Bandes d'energia: valéncia i conduccié. Nivell de Fermi.

[Termoparells.

[Superconductors.

Aillants. Permitivitat dieléctrica.

[Semiconductors intrinsecs i extrinsecs. Electrons i forats. Dopants p i n.

Dispositius semiconductors.

Activitats vinculades

Resolucié d'exercicis.

Segona prova parcial.

e 05 - Igualtat de genere

e 04 - Educaci6 de qualitat

La qualificacié final sera la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:

Primera prova parcial: 40%
Segona prova parcial: 40%
Practiques de laboratori: 20%

Examen de recuperacié: 80%

Hi haura una primera prova parcial a meitat de curs, corresponent als temes 1 i 2, i una segona prova parcial a final de curs, corresponent als temes 3, 4i 5.

Per als estudiants que no superin I'avaluacio durant el curs, es mantindra el 20% de la qualificacio de practiques, i es fara un examen de recuperacio global

que valdra el 80% de la nota.

L’examen de recuperacié podra servir per a aprovar I'assignatura amb un 5 de nota final, perd no per a obtenir una nota superior a 5.




